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(54) Chip-Anordnung 

(57) Eine Chip-Anordnung (1) hat eine Substrat- 
platte (2), die eihen Durchbruch (3) aufweist, in den ein 
Trdgerchip (4) eingesetzt ist, der ein elektrisches Oder 
elektronisches Bauelernent (5) aufweist In den Trager- 
chip (4) ist wenigstens eine Leiterbahn (7) integriert, die 
das Bauelernent (5) mit dem elektrischen AnschluBkon- 
takt (8) veriDindet Der TrSgerchip" (4) ist derart in den 
Durchbruch (3) eingesetzt, daB er mit seinen Enden die 
einander abgewandteri flachseitigen Oberf lachen (9, 9*) 
der Substratpiatte (2) Qberragt und dadurch Uberstdnde 



(10, 10*) biidet. Dabei ist an dem die eine Oberfldche (9) 
uberragenden Oberstand (10) das Bauelernent und an 
dem die andere Oberf ISche (9 1 ) uberragenden Ober- 
stand (10*) der AnschluBkontakt (8) angeordnet und die 
das Bauelernent (5) und den AnschluBkontakt (8) mit* 
einander verbindende Leiterbahn (7) durchsetzt den 
Durchbruch (3). Zwischen der Substratpiatte (2) und 
dem TrSgerchip (4) ist eine Abdichtung angeordnet 




Fig. 3 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Chip-Anordnung mit 
einer Substratplatte, die wenigstens einen Durchbruch 
aufweist, in den ein Tragerchip eingesetzt ist, der an s 
einer Tragerchip-Oberflache wenigstens eine integrierte 
Leiterbahn aufweist, die wenigstens ein elektrisches 
Oder elektronisches Bauelement, insbesondere einen 
Sensor, mit zurnindest einem elektrischen AnschluB- 
kontakt verbindet. w 
[0002] Eine solche Chip-Anordnung ist durch often- 
kundige Vorbenutzung am Markt bekannt geworden. 
Sie wird zur Untersuchung von biologischen Zellen ver- 
wendet, die in einem Nahrmedium an der Oberflache 
der Substratplatte und des darin eingesetzten Trager- is 
chips angelagert sind. In den Tragerchip der vorbekann- 
ten Chip-Anordnung ist ein Sensor integriert, mit dem 
MeBsignale an den Zellen oder dem Nahrmedium 
abgegriffen und uber Leiterbahnen an eine MeB- und 
Auswerteeinrichtung weitergeleitet werden kdnnen. 20 
Damit die Chip-Anordnung in der Praxis gut handhab- 
bar ist, hat es sich als zweckmaBig erwiesen, wenn sie 
eine gewisse Mindestgr6Be aufweist und beispiels- 
weise aJs im wesentlichen rechteckiges Plattchen mit 
einer Gr6Be von 2,5 x 3 cm ausgebildet ist. Da Halblei 25 
terchips dieser GrCBe in der Herstellung relativ teuer 
sind, wird bei der vorbekannten Chip-Anordnung ein 
den Sensor aufweisender Tragerchip in eine Substrat- 
platte aus Glas eingesetzt. Dadurch ist die Chip-Anord- 
nung gut handhabbar und dennoch kdnnen die 30 
Abmessungeh des Tragerchips relativ Wein gewahlt 
werden. so daB die Chip-Anordnung entsprechend 
kostengOnstig herstellbar ist Bei der vorbekannten 
Chip-Anordnung ist der Tragerchip so in den in der Sub- 
stratplatte befindiichen Durchbruch eingesetzt, daB die 35 
die Leiterbahnen aufweisende Oberflache des Trager- 
chips im wesentlichen bundig an eine ebenfalls Leiter- 
bahnen aufweisende flachseitige Oberflachen der 
Substratplatte anschlieBt. Dabei sind die Leiterbahnen 
des Tragerchips mittels Bondverbindungen mit denjeni- 40 
gen der Substratplatte verbunden. Die Leiterbahnen der . 
Substratplatte fphren zu AnschltiBkontakten, die mit 
einer MeB- und Auswertevorrichtung verbindbar sind. 
Im Bereich der Bondverbindungen der Leiterbahnen 
sind. jeweils Bondpads an dem Tragerchip und an der 45 
Substratplatte angeordnet. Damit die Leiterbahnen des 
Tragerchips gegen ein zu untersuchendes Medium, bei- 
spielsweise ein Nahrmedium mit biologischen Zellen, 
elektrisch isoliert sind, sind sie mit einer Passivierungs- 
schicht abgedeckt, die bei der Fertigung des Trager- so 
chips mittels Maskentechnik aufgebracht wird. Da die 
Bondpads beim Anbringen der den Tragerchip mit der 
Substratplatte verbindenden Bondverbindungen 
zuganglich sein musses weist die Passivierungs- 
schicht im Bereich der Bondpads jeweils eine Ausspa- ss 
rung auf. Die Bondpads werden deshalb nach dem 
Anbringen der Bondverbindungen in eine elektrisch iso- 
lierende Kunststoffmasse eingegossen, welche die 



Bondpads und diedaran angebrachten Bondverbindun- 
gen umschlieBt. Diese Abdichtung der Bondpads mit 
Kunststoff hat sich jedoch in der Praxis als wenig zuver- 
lassig erwiesen, da das in Gebrauchsstellung der Chip- 
Anordnung im Bereich des Sensors befindliche Nahr- 
medium fur die zu untersuchenden Zellen lonen und 
Salze enthait, welche die Kunststoffmasse unterwan- 
dern k6nnen. Dabei bildet sich zwischen der Kunststoff- 
masse und der Substratplatte ein Spalt, durch den die 
lonen bzw. Salze zu den Bondpads gelangen kdnnen. 
Dadurch besteht einerseits die Gefahr, daB sich zwi- 
schen den Bondpads und dem Nahrmedium Kriech- 
strGme bilden, welche die MeBsignale verfalschen, und 
andererseits verursachen die in dem Nahrmedium ent- 
haltenen Salze urid lonen aber auch Korrosion an den 
Bondpads, was die Lebensdauer der Chip-Anordnung 
reduziert 

[0003] Aus JP 71 03 394 A ist auch bereits eine Chip- 
Anordnung bekannt, bei welcher der Tragerchip mit sei- 
ner dem elektrischen Bauelement abgewandten Ruck- 
seite plan auf der flachseitigen Oberflache einer 
Substratplatte aufliegt und mit dieser verbunden ist. 
Dabei erfolgt die elektrische Verbindung zwischen dem 
Tragerchip und der Substratplatte mittels einer die Sub- 
stratplatte durchsetzenden Durchkontaktierung, die von 
der Ruckseite des Tragerchips zu der dem Tragerchip 
abgewandten ruckseitigen Flachseite der Substratplatte 
fuhrt. Die Verbindungsleitungen zu einer MeB- und Aus- 
wertevorrichtung kGnnen also an der dem zu untersu- 
chenden Medium abgewandten Ruckseite der 
Substratplatte angeschlossen werden, wodurch eine 
Korrosionsbildung an Bondpads und/oder Leiterbahnen 
vermieden wird. Ungunstig ist dabei jedoch, daB die 
Durchkontaktierung nur mit relativ groBem fertigungs- 
technischem Aufwand zu realisieren ist, weshalb die 
Herstellung der Chip-Anordnung vergleichsweise zeit- 
aufwendig und teuer ist. 

[0004] Es besteht deshalb die Aufgabe, eine Chip- 
Anordnung der eingangs genannten Art zu schaffen, die 
eine gute Korrosionsbestandigkeit gegenOber einem mit 
dem elektrischen oder elektronischen Bauelement zu 
untersuchenden oder zu behandefnden Medium auf- 
weist und die dennoch einfach und kostengOnstig her- 
stellbarist 

[0005] Die LOsung dieser Aufgabe besteht darin, daB 
der Tragerchip derart in den Durchbruch eingesetzt ist, 
daB er mit seinen Enden die einander abgewandten 
flachseitigen Oberflachen der Substratplatte uberragt 
und dadurch Uberstande bildet, daB an dem die eine 
Oberflache Qberragenden Oberstand das Bauelement 
und an dem die andere Oberflache Qberragenden Ober- 
stand der ArtschluBkontakt angeordnet ist, daB die das 
Bauelement und den AnschluBkontakt miteinander ver- 
bindende Leiterbahn den Durchbruch der Substratplatte 
durchsetzt, und daB zwischen der Substratplatte und 
dem Tragerchip eine Abdichtung vorgesehen ist. 
[0006] Der Tragerchip ist also mit seiner Chipebene 
quer zur Erstreckungsebene der Substratplatte ange- 
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ordnet und durchsetzt diese, so daft an den beiden ein- 
ander abgewandten Oberfiachen der Substratplatte 
jeweils ein Teilbereich des Tragerchips uber die jewei- 
lige Oberfiache der Substratplatte vorsteht und dort 
einen Ob erst and bildet. Dabei ist das elektrische Oder 5 
elektronische Bauelement an dem an der einen Sub- 
stratplatten-Oberfiache befindlichen Uberstand und der 
damit uber die in dem Tragerchip integrierte Leiterbahn 
verbundene AnschluBkontakt an dem an der anderen 
Substratplatten-Oberfiache befindlichen Uberstand w 
angeordnet. Der AnschluBkontakt befindet sich also an 
der dem elektrischen oder elektronischen Bauelement 
abgewandten Ruckseite der Substratplatte, so daft die 
im Bereich des das Bauelement aufweisenden Uber- 
stands befindlichen Leiterbahnbereiche vollstandig mit 15 
einer Passivierungsschicht abgedeckt werden kfinnen. 
Eine solche Passivierungsschicht kann beispielsweise 
in Dunnschichttechnologie mit groBer Genauigkert und 
Feuchtigkeitsfestigkeit hergestellt werden, so daft eine 
Korrosion an der in den Tragerchip integrierten Leiter- 20 
bahn durch das mit dem elektrischen oder. elektroni- 
schen Bjauelement zu untersuchenden pder zu 
behandelnden Medium weitestgehend vermieden wird. 
Die zwischen dem Tragerchip und der Substratplatte 
angeordnete Abdichtung verhindert, daft das an der 2 s 
Vorderseite der Substratplatte befindliche Medium zu 
dem an der Ruckseite der Substratplatte angeordneten 
Anschluftkontakt gelangen kann. Der in der Substrat- 
platte angeordnete Durchbruch kann beispielsweise 
mittels Ultraschallbohren in die Substratplatte einge- 30 
bracht werden. Die Chip-Anordnung ist somrt einfach 
und kostengunstig herstellbar. Da eine Kunststoff masse 
zum EingieBen von Bondpads entfallen kann, weist die 
Chip-Anordnung auBerdem besonders kompakte 
Abmessungen auf. 35 
[0007] Zweckmdftigerweise ist der Tragerchip I6sbar 
mit der Substratplatte verbindbar ist Der Tragerchip 
kann dann gegebenenfalls leicht ausgetauscht werden, 
wenn das Bauelement seine vorgesehene Lebens- 
dauer erreicht hat oder wenn es durch einen Kontakt mit 40 
einem zu untersuchenden oder zu behandelnden, che- 
misch agressiven Medium, einmal ausfallen sollte. 
[0008] Bei einer bevorzugten und besonders vorteil- 
haften Ausfuhrungsform der Erf indung ist der Trager- 
chip mit einem den Durchbruch begrenzenden 45 
Wandungsberetch der Substratplatte verWebt. Der zwi- 
schen dem tragerchip und der Substratplatte angeord- 
nete Klebstoff dient dann einerserts dazu, den 
Tragerchip an der Substratplatte zu fixieren und dichtet 
andererserts aber auch den Durchbruch der Substrat- so 
plarte gegen den Tragerchip ab, so daft ein an der Vor- 
derseite der Substratplatte im Bereich des elektrischen 
oder elektronischen Bauelements befindliches Medium 
nicht an die den AnschluBkontakt aufweisende Ruck- 
seite der Substratplatte gelangen kann. Der Klebstoff 55 
gleicht aufterdem Tderanzen in den Abmessungen des 
Tragerchips und/oder dem in der Substratplatte befindli- 
chen Wandungsdurchbruch, in den der Tragerchip ein- 



gesetzt ist, aus. Die Chip-Anordnung ist dadurch noch 
einfacher und kostengunstiger herstellbar. 
[0009] Zweckmaftigerweise ist der Tragerchip mit sei- 
ner Erstreckungsebene rechtwinWig zu einer flachseiti- 
gen Oberfiache der Substratplatte angeordnet. Die den 
Durchbruch begrenzenden Seitenfiachen der Substrat- 
platte k6nnen darin rechtwinWig zu deren flachseitiger 
Oberfiache angeordnet sein, was das Einbringen des 
Durchbruchs in die Substratplatte erleichtert. 
[0010] Eine besonders vorteilhafte Ausfuhrungsform 
der Erfindung sieht vor, daft die das elektrische oder 
elektronische Bauelement aufweisende Tragerchip- 
Oberfiache schrag zur flachseitigen Oberfiache der 
Substratplatte angeordnet ist und mit dieser vorzugs- 
weise einen spitzen Winkel einschlieftt. Das elektrische 
oder elektronische Bauelement ist dann in einem durch 
den Tragerchip und die Substratplatte begrenzten Eck- 
bereich angeordnet, so daft nur Partikel, die eine durch 
die Abmessungen des Eckberetchs vorgegebene 
Grdfte nicht uberschreiten, mit dem elektrischen oder 
elektronischen Bauelement in Kontakt geraten kOnnen. 
Somit ergibt sich ein einfach aufgebauter mechanischer 
Filter, der das Vordringen grSBerer Partikel zu dem Bau- 
element verhindert. 

[0011] Eine bevorzugte Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung sieht vor, daft sich der Querschnrtt des das elektri- 
sche oder elektronische Bauelement aufweisenden 
Uberstandes ausgehend yon der Oberfiache der Sub- 
stratplatte zu der am weitesten vorstehenden Stelle des 
Uberstandes verjungt Der das Bauelement aufwei- 
sende Uberstand weist also eine Spitze auf. Bei einer 
Chip-Anordnung, bei der das elektronische Bauelement 
ein Sensor ist, kann die Substratplatte mit ihrer Flach- 
seite beispielsweise auf eine zu untersuchende Haut- 
schicht aufgelegt werden, wobei der den Sensor 
aufweisende spitze Uberstand mit einer der HChe des 
Uberstands entsprechenden definierten Tiefe in die 
Hautschicht eindringt, so daB dort MeBwerte entnom- 
men werden k6nrien. So kSnnen zum Beispiel die Glu- 
cose-Kohzentration, die Feuchtigkeit der Haut, eine 
lonenkonzentration, ein Gasgehaft oder dergleichen 
physiologische Parameter gemessen werden, die Aus- 
sageh uber die Vrtalrtat der Haut und/oder des dahinter 
befindlichen Gewebebereiches ermdglichen. Dabei ist 
es sogar mOglich, daft die an der Hautschicht anlie- 
gende Substratplatte parallel zur Oberfiache der Haut- 
schicht verschoben wird, so daB der den Sensor 
aufweisende Uberstand parallel zur Oberfiache der 
Hautschicht durch diese hindurch gezogen wird. 
Dadurch kann auf einfache Weise entlang einer parallel 
zur Oberfiache der Hautschicht verlaufenden Linie ein 
MeBprofil erstelft werden. Selbstverstandlich kann die 
den spitzen Uberstand aufweisende Chip-Anordnung 
aber auch zum Untersuchen oder Behandeln anderer 
weicher K6rper verwendet werden, in die der das elek- 
trische oder elektronische Bauelement aufweisende 
spitze Vorsprung beim Andrucken der Substratplatte an 
den KOrper eindringen kann. 
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[0012] Eine vorteilhafte Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung sieht vor, daB der Tragerchip bei der Montage der 
Chip-Anordnung in wenigstens zwei unterschiedlichen 
Lagen in den Durchbruch der Substratplatte einsetzbar 
ist, daB in einer dieser Lagen wenigstens ein elektri- 5 
sches Oder elektronisches Bauelement an einem eine 
flachseitige Oberfiache der Substratplatte uberragen- 
den Oberstand des Tragerchips und der (die) diesem 
(diesen) Bauelement(en) zugeordnete(n) AnschluBkon- 
takt(e) an dem die andere flachseitige Oberfiache der 10 
Substratplatte Qberragenden Uberstand angeordnet ist, 
und da 6 in der anderen Lage des Tragerchips das (die) 
Bauelement(e) und der (die) Anschlu(3kontakt(e) an 
demselben, eine flachseitige Oberfiache der Substrat- 
platte Qberragenden Oberstand des Tragerchips ange- 15 
ordnet sind. Dadurch ist es moglich, das Baulelement 
durch entsprechendes Einsetzen des Tragerchips in die 
Substratplatte nur fur die Dauer einer Messung oder 
einer Behandlung mit einem an einer flachseitigen 
Oberf lachen der Substratplatte bef indlichen Objekt, bei- 20 
spielsweise einem chemisch agression Medium, in 
Beruhrung zu bringen, wahrend das Baulelement 
auBerhaib der MeB- oder Behandlungsphase an der 
dem Objekt abgewandten flachseitigen Oberflachen der 
Substratplatte angeordnet ist. Das Bauelement kommt 25 
also nur vorubergehend mit dem agressiven Medium in 
Verbindung, wodurch sich seine Lebensdauer entspre- 
chend veriangert. 

[0013] Bei einer besonders vorteilhaften Weiterbil- 
dung der Erfindung ist vorgesehen, daB der Tragerchip 30 
bei der Montage der Chip-Anordnung in wenigstens 
zwei unterschiedlichen Lagen in den Durchbruch der 
Substratplatte einsetzbar ist, daB der Tragerchip wenig- 
stens zwei elektrische oder elektronische Bauelement e 
aufweist, die jeweils mittels wenigstens einer Lerterbahn 35 
mit zumindest einem ihnen jeweils zugeordneten elek- 
trischen AnschluBkontakt verbunden sind, und daB je 
nach gewahlter Lage des Tragerchips jeweils wenig- 
stens eines dieser Bauelemente an einem eine flachsei- 
tige Oberfiache der Substratplatte Qberragenden 40 
Oberstand des Tragerchips und der (die) diesem (die- 
sen) Bauelement(en) zugeordnete(n) AnschluBkontakt 
an dem die andere flachseitige Oberfiache der Sub- 
stratplatte Qberragenden Oberstand angeordnet ist. 
Dadurch ist je nach gewahlter Lage des Tragerchips ein 45 
anderes Bauelement oder sogar mehrere andere Bau- 
elemente an dem in Gebrauchsstellung dem zu unter- 
suchenden oder zu behandelnden Objekt zugewandten 
Oberstand des Tragerchips angeordnet. Bei einem Tra- 
gerchip mit mehreren gleichen Bauelementen verlan- so 
gert sich dadurch die Lebensdauer der Chip-Anordnung 
entsprechend, da ein Bauelement, das beispielsweise 
durch einen langeren Kontakt mit einem chemisch 
agressiven Medium unbrauchbar geworden ist, durch 
entsprechendes Umsetzen des Tragerchips auf einfa- ss 
che Weise durch ein anderes, funktionsfahiges Bauele- 
ment ersetzt werden kann. Der Tragerchip kann aber 
auch voneinander verschiedene Bauelemente aufwei- 



sen. Dadurch ergibt sich ein Bausatz zum Erstellen 
einer Chip-Anordnung, mit dem je nach gewahlter Lage 
des Tragerchips in dem Durchbruch der Substratplatte 
unterschiedliche Chip-Anordnungen hergestellt werden 
kfinnen. Die elektrischen oder elektronischen Bauele- 
mente konnen beispielsweise am Umfang des Trager- 
chips verteilt in dessen flachseitige Oberfiache 
integriert sein, wobei der Tragerchip in unterschiedli- 
chen Drehlagen in Bezug zu der Normalen auf diese 
Oberfiache in die Substratplatte einsetzbar ist. Abhan- 
gig von der jeweiligen Drehlage des Tragerchips sind 
dann jeweils andere Bauelemente oder Sensoren an 
der Vorderseite der Substratplatte angeordnet, wahrend 
die diesen zugeordneten AnschluBkontakte sich jeweils 
an der Ruckseite der Substratplatte bef inden. 
[0014] Vorteilhaft ist, wenn auf dem elektrischen oder 
elektronischen Bauelement eine ionendurchiassige 
Membran angeordnet ist. Dadurch konnen lonen bis an 
das Bauelement beziehungsweise den Sensor gelan- 
gen, wahrend andere Substanzen durch die Membran 
von dem Sensor ferngehatten werden. Dabei ist es 
sogar moglich, daB die Membran nur fur bestimmte 
lonen durchiassig ist, so daB deren Kbnzentration in 
einem zu urrtersuchenden Medium selektiv gemessen 
werden kann. ZweckmaBigerweise wird die Membran 
nach dem Einsetzen des Tragerchips in die Substrat- 
platte auf das elektrische oder elektronische Bauele- 
ment aufgetragen. Dazu wird das Membranmaterial 
zunachst in einer fluchtigen Flussigkeit, beispielsweise 
in Alkohol oder Aceton gelCst Die Chip-Anordnung wird 
so ausgerichtet, daB die das Bauelement aufweisende 
Oberfiache des Tragerchips schrag zur Horizontalen, 
insbesondere vertikal veriauft. Dann wird auf die 
benachbart zu dem Bauelement angeordriete, quer zu 
der das Bauelement aufweisenden Oberfiache des Tra- 
gerchips verlaufende stirnsertige Randfiache des Tra- 
gerchips eine geringe Menge der das Membranmaterial 
enthaltenden Flussigkeit aufgetragen, derart. daB ein 
Teil dieser FIGssigkeit schwerkraftbedingt von der stirn- 
seitigen Randfiache des Tragerchips uber das an der 
quer dazu angeordneten Oberfiache des Tragerchips 
befindliche elektrische oder elektronische Bauelement 
flieBt, so daB sich auf diesem eine dunne Flussigkeits- 
schicht bildet. Nach dem Verdunsten dieser Flussig- 
kertsschicht verbleibt dann auf dem elektrischen oder 
elektronischen Bauelement eine Membranschicht, die 
auf dem Bauelement eine gleichmaBige Dicke aufweist. 
[0015] Bei einer vorteilhaften Ausfuhrungsform der 
Erfindung weist die Substratplatte rm Bereich des MeB- 
oder Wirkraumes des elektrischen oder elektronischen 
Bauelements wenigstens einen Vorsprung auf, der 
zusammen mit dem das Bauelement aufweisenden 
Oberstand einen mechanischen Filter bildet. Dabei wird 
unter einem Wirkraum bei einem eine elektromagneti- 
sche Strahlung aussendenden Bauelement der Raum 
verstanden, in den das Bauelement die Strahlung aus- 
sendet. Entsprechend wird bei einem Bauelement, von 
dem ein elektrisches und/oder magnetisches Feld aus- 
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geht, der Raum verstanden, in dem dieses Feld wirk- 
sam ist. Der mechanische Filter weist also einen mit 
dem das Bauelernent aufweisenden Uberstand zusam- 
menwirkenden Vorsprung auf, wobei zwischen dem 
Bauelernent und dem Vorsprung ein Freiraum angeord- 5 
net ist, der den Zugang zu dem Bauelernent bildet. 
Dadurch werden Partikel, deren Abmessungen grOBer 
sind als diejeoigen des Freiraums von dem MeB- Oder 
Wirkraum des Bauelements ferngehalten, wahrend Wei- 
nere Partikel in den MeB- Oder Wirkraum und gegebe- /o 
nenfalls bis an das Bauelernent selbst gelangen 
kOnnen. Der Vorsprung kann auch ein an der Substrat- 
platte befindlicher Absatz oder eine Stufe sein. 
[0016] Eine Ausfuhrungsform sieht vor, daB der Vor- 
sprung des mechanischen Filters durch den Uberstand 15 
eines in einen Durchbruch der Substratplatte eingesetz- 
ten Plattchens gebildet ist. Der den Vorsprung kann 
dann bei der Herstellung der Chip-Anordnung in glei- 
cher Weise an der Substratplatte angebracht werden, 
wie der das etektrische oder elektronische Bauelernent 20 
aufweisende Uberstand des Tragerchips. Die Chip- 
Anordnung ist dadurch noch einfacher herstellbar. 
Gegebenenfalls kann der Vorsprung des mechanischen 
Filters auch durch den Uberstand eines weiteren Tra- 
gerchips gebildet sein. 25 
[0017] Zum Filtern Weiner Partikel, beispielsweise sol- 
cher mit einem Durchmesser, der Weiner als 1 \im ist, ist 
es vorteilhaft, wenn an dem Tragerchip ein KOrper 
anliegt, der das elektrische oder elektronische Bauele- 
rnent uberdeckt, daB als Abstandshalter an dem Trager- 30 
chip mindestens ein seitlich uber die Oberflachenebene 
des Bauelements vorstehender, an dem KOrper anlie- 
gender Bereich uhd/oder an dem KOrper ein seitlich 
uber den das Bauelernent uberdeckenden Oberflachen- 
bereich vorstehender, an dem Tragerchip anliegender 35 
Bereich angeordnet ist, derart, daB zwischen dem Bau- 
elernent und dem KOrper ein den Zugang zu dem Bau- 
elernent bildender Freiraum oder Spalt angeordnet ist 
Dadurch ist der KOrper bei der Montage der Chip- 
Anordnung einfacher und mit groGerer Genauigkeit an 40 
dem Tragerchip posrtionierbar. Der gegenOber dem 
Bauelernent vorstehende Bereich kann mit bekannten 
Verfahren der Halbleitertechnik, beispielsweis in Mas- 
kentechnik mit groBer MaBgenauigkeit hergestellt wer- 
den, was insbesondere die Realisierung Weiner 45 
SpaltmaBe bzw. Freiraume zwischen dem Bauelernent 
und dem KOrper mit eng tolerierten Abmessungen 
ermoglicht. Per an dem vorstehende Tragerchip- 
Bereich anliegende KOrper kann einen im wesentlichen 
ebenen, dem Bauelernent zugewandten, parallel zu so 
dessen Oberflachenebene angeordneten und vorzugs- 
weise an dem vorstehenden Tragerchip-Bereich anlie- 
genden Oberflachenbereich aufweisen. Der KOrper 
kann beispielsweise ein zwerter Tragerchip sein, der an 
dem vorstehenden Bereich des ersten Tragerchips plan ss 
anliegt. Die Herstellung des gegenuber dem Bauele- 
rnent vorstehenden Tragerchip-Bereichs kann bei- 
spielsweise in der Weise erfolgen, daB in die Oberflache 



des Tragerchips eine Vertiefung eingeatzt wird, in wel- 
cher das Bauelernent angeordnet wird oder daB an 
bestimmten Stellen der Oberflache des Tragerchips 
wenigstens eine Schicht aufgedampft oder aufgetragen 
wird. 

[0018] Vorteilhaft ist, wenn die das eleWrische oder 
elektronische Bauelernent aufweisende Tragerchip- 
Oberflache und die dieser zugewandte Oberflache des 
im Bereich des MeB- oder Wirkraums des Bauelements 
angeordneten Vorsprungs in der Oberflachenebene der 
Substratplatte trichterffirmig schrag zueinander verlau- 
fen. Dadurch ergibt sich ein trichterfOrmiger Kanal, der 
fur ein an der Substratplatte befindliches Medium einen 
strOmungsrichtungsabhangigen Filter bildet. 
[0019] Fur eine Untersuchung oder Behandlung von 
biologischen Zeilen ist es vorteilhaft, wenn der Abstand 
zwischen dem eleWrischen oder elektronischen Bau- 
elernent und dem (den) im Bereich dessen (deren) 
MeB- oder Wirkraums angeordneten Vorsprung (Vor- 
sprungen) an den Durchmesser einer biologischen 
Zelle angepaBt ist und vorzugsweise grOBer als 4 jxm 
und Weiner als 55 jim ist. Dadurch kann sich eine Zelle 
zwischen dem das elektrische oder elektronische Bau- 
elernent aufweisenden Uberstand und dem Vorsprung 
unmitteibar an dem Bauelernent anlagern, wahrend 
Partikel, deren Abmessungen grOBer sind als der Zell- 
durchmesser von dem Bauelernent ferngehalten wer- 
den. 

[0020] Besonders vorteilhaft ist, wenn in die Substrat- 
platte wenigstens zwei Tragerchips eingesetzt sind, 
wenn einer der Tragerchips zumindest ein als Strah- 
lungs-Emrtter ausgebildetes Bauelernent und der 
andere Tragerchip zumindest ein als Empfanger ausge- 
bildetes, dem Strahlungs-Emrtterzugeordnetes Bauele- 
rnent hat und wenn zwischen den Strahlungs-Emrtter 
und dem Empfanger eine MeBstrecke angeordnet ist. 
Mit einer solchen Chip-Anordnung kann beispielsweise 
eine Streulicht- oder Durchlichtmessung durchgefuhrt 
werden. Dabei kOnnen cfie beiden Tragerchips gegebe- 
nenfalls gleichzeitig auch einen mechanischen Filter bil- 
den, so daB nur Partikel bis zu einer bestimmten, durch 
den Abstand der Tragerchips vorgeg ebenen GrOBe in 
die MeBstrecke gelangen kOnnen. 
[0021] Vorteilhaft ist, wenn die Substratplatte aus 
einem elastischen Material besteht, beispielsweise aus 
amorphem Silizium. Die Substratplatte kann dann in 
Erstreckungsrichtung mit einer Zugoder Druckkraft 
beaufschlagt werden, um den Abstand zwischen den 
das elektrische oder elektronische Bauelernent aufwei- 
senden Uberstand des Tragerchips und einem mit die- 
sem einen mechanischen Filter bildenden Vorsprung 
der Substratplatte zu verandern. Dadurch kann die Fil- 
tercharakteristik des mechanischen Filters auf einfache 
Weise an die GrOBe der zu untersuchenden oder zu 
behandelnden Partikel angepaBt werden. Gegebenen- 
falls kann die Substratplatte auch als biegbare Folie 
ausgebildet sein. Die Chip-Anordnung ist dann noch 
besser handhabbar. 
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[0022] Die Chip-Anordnung kann noch kostengunsti- 
ger hergestellt werden. wenn die Substratplatte wenig- 
stens vier in einer Ebene angeordnete Plattenteile 
aufweist, wenn zueinander benachbarte Plattenteile 
jeweils an ihren einander zugewandten Randbereichen 
vorzugsweise durch eine Klebung miteinander verbun- 
den sind, und wenn der Durchbruch durch einen zwi- 
schen den Plattenteilen befindlichen Freiraum gebildet 
ist. Dadurch kann ein teueres Bohren des Durchbruchs, 
beispielsweise mittels Ultraschall oder eines Laser- 
strahls entfallen. Auch kann an dem den Durchbruch 
begrenzenden Rand der Substratplatte ein Grat, wie er 
beispielsweise beim Laserbohren auftreten kann, ver- 
mieden werden. Die einzelnen Plattenteile weisen vor- 
zugsweise jeweils gerade Rander auf und kfinnen 
beispielsweise durch Trennschleifen oder Sagen zuge- 
schnitten werden. 

[0023] Besonders vorteilhafl ist, wenn wenigstens 
zwei erste Plattenteile jeweils zumindest einen geraden 
Randbereich aufweisen, mit denen sie parallel zueinan- 
der und einander zugewandt angeordnet sind, und 
wenn zwischen den ersten Plattenteilen in Erstrek- 
kungsrichtung der geraden Randbereiche durch den 
Durchbruch voneinander beabstandet zumindest zwei 
zweite Plattenteile angeordnet sind, die jeweils an ihren 
parallel zueinander verlaufenden Randern mit den 
geraden Randbereichen der ersten Plattenteile ins- 
besondere durch eine Klebung verbunden sind. Die 
aneinander anliegenden ersten und zweiten Plattenteile 
kOnnen dann vor dem Anbringen der Klebung in Rich- 
tung ihrer geraden Randbereiche gegeneinander ver- 
schoben werden; wodurch die Ldnge des in der 
Substratplatte befindlichen Durchbruchs auf einfache 
Weise verandert und an die Abmessungen des darin 
einzusetzenden Tragerchips angepaBt werden kann. 
[0024] ZweckmaGigerweise ist der quer zur Trager- 
chip-Erstreckungs,ebene angeordnete stirnseitige End- 
bereich des Tragerchips zumindest im Bereich des das 
Bauelement aufweisenden Uberstands mit einer Isolati- 
onsschicht abgedeckt. Dadurch wird bei einem Halblei- 
ter-TrSgerchip ein KurzschluB zwischen dem Substrat 
des Tragerchips und einem in den Tragerchip integrier- 
ten elektronischen Bauelement, beispielsweise einem 
Sensor, vermieden, wenn der das elektronische Bau- 
element aufweisende Uberstand des Tragerchips mit 
einem elektrisch leitfahigen Medium, zum Beispiel 
einem Nahrmedium fur biologische Zellen, in Verbin- 
dung gebracht wird. 

[0025] An der den AnschluBkontakten zugewandten 
Ruckseite der Substratplatte kann eine Leiterplatte 
angeordnet sein, diemit den AnschluBkontakten ver- 
bundene oder verbindbare AnschluBstellen aufweist. 
Dadurch ergibt sich ein besonders kompakter Aufbau. 
Die Leiterplatte kann beispielsweise eine Auswertevor- 
richtung und/oder eine Steuereinrichtung uhd/oder eine 
Strornversorgung fur die Chip-Anordnung aufweisen. 
Diese ist an der Ruckseite der Substratplatte yor Beruh- 
rung mit einem zu untersuchenden Medium geschutzt. 



[0026] Nachfolgend sind Ausfuhrungsbeispiele der 
Erfindung anhand der Zeichnung naher erlautert. Es 
zeigen: 

5 Fig. 1 eine Seitenansicht der Substratplatte mit 
dem in den Durchbruch eingesetzten Trager- 
chip, 

Fig. 2 eine Aufsicht auf die Chip-Anordnung gem. 
™ Fig. 1, 

Fig. 3 einen Querschnitt durch eine Substratplatte. 

in die ein Tragerchip eingesetzt ist, der einen 
an einer Flachseite der Substratplatte vorste- 
*s henden, elektronische Bauelemente aufwei- 

senden spitzen Uberstand hat, 

Fig. 4 eine Seitenansicht einer Chip-Anordnung, 
bei der die Erstreckungsebenen der Sub- 
20 stratplatte und des Tragerchips gegeneinan- 

der geneigt sind, 

Fig. 5 einen Querschnitt durch die in Fig. 4 
gezeigte Chip-Anordnung, 



25 



30 



35 



Fig. 6 eine Aufsicht auf der Chip-Anordnung nach 
Figur 3, mit einer Substratplatte, die mehrere 
in einer Ebene angeordnete, miteinander 
verklebte Plattenteile aufweist und 

Fig. 7 eine Chip-Anordnung, in deren Substrat- 
platte zwei Tragerchips angeordnet sind, von 
denen eines einen optischen Sender und 
das andere einen diesem zugeordneten 
Empf anger aufweist. 



[0027] Eine im ganzen mit 1 bezeichnete Chip-Anord- 
nung weist eine Substratplatte 2 mit einem Durchbruch 
3 auf, in den ein Tragerchip 4 eingesetzt ist. Die Sub- 
40 stratplatte 2 kann beispielsweise aus Glas oder einem 
Halbleitermaterial bestehen. Der Tragerchip 4 weist 
mehrere als Sensoren ausgebildete elektronische Bau- 
elemente 5 auf, die an einer flachseitigen Oberf lache 6 
des Tragerchips 4 mit Methoden der Halbleitertechnik in 
45 den Tragerchip 4 integriert sind. Die einzelnen Bauele- 
mente 5 sind jeweils mit einer an der Oberf lache 6 des 
Tragerchips 4 oder im wesentlichen parallel dazu ver- 
laufenden Leiterbahn 7 mit einem AnschluBkontakt 8 
verbunden, an dem eine Auswerte- und Steuereinrich- 
50 tung anschlieBbar ist. Wie aus Figur 1 besonders gut 
erkennbar ist, ist der tragerchip so in den Durchbruch 3 
der Substratplatte 2 eingesetzt, daB er mit seinen 
Enden die einander abgewandten flachseitigen Oberf la- 
chen 9, 9' der Substratplatte 2 uberragt und dadurch 
55 Uberstande 10, 10* bildet, die an den flachseitigen 
Oberfiachen 9, 9* der Substratplatte 2 vorstehen. Dabei 
sind die Bauelemente 5 an dem einen Uberstand 10 
und die diesen jeweils zugeordneten elektrischen 
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AnschluBkontakte 8 an dem anderen Uberstand 10* 
angeordnet. 

[0028] Aus Figur 1 ist deutlich erkennbar, daB die die 
Bauelemente 5 mit den AnschluBkontakten 8 verbin- 
denden Leiterbahnen 7 den Durchbruch 3 der Substrat- s 
platte 2 durchsetzen. Der Tragerchip. 4 ist mit dem den 
Durchbruch 3 der Substratplatte 2 begrenzenden Rand 
der Substratplatte 2 verWebt, wobei der zwischen die- 
sem Rand und dem Tragerchip 4 befindliche Klebstoff 
den Tragerchip 4 gegen die Substratplatte 2 abdichtet. 10 
Somit sind die an der Ruckseite der Substratplatte 2 
befindlichen AnschluBkontakte 8 gut gegen ein an der 
den Bauelementen 5 zugewandten Vorderseite der 
Substratplatte befindliches, mit den als Sensoren aus- 
gebildeten Bauelementen 5 zu untersuchendes is 
Medium, das beispielsweise ein Nahrmedium 11 mit 
darin befindlichen biologischen Zellen sein kann, abge- 
schirmt Eine Korrosion an den AnschluBkontakten 8 
durch in dem Nahrmedium 1 1 enthaltene Bestandteile, 
wie beispielsweise Salze oder Ion en, wird dadurch 20 
zuverlassig vermieden. Da die Leiterbahnen 7 den 
Durchbruch 3 der Substratplatte 2 durchsetzen, brau- 
chen bei der Herstellung der Chip-Anordnung zum Ver- 
binden der Bauelemente 5 mit den elektrischen 
AnschluBkontakten 8 keine Durchkontaktierungen in 25 
die Substratplatte 2 eingebracht werden. Die Chip- 
Anordnung 1 ist dadurch eirtfach und kostengunstig her- 
stellbar. 

[0029] Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 1 ist 
der Tragerchip 4 als rechteckiges Piattchen ausgebil- 30 
det, das mit seiner Chipebene und seinen quer dazu 
veriaufenden Schmalseitenflachen jeweils rechtwinWig 
zu den flachseitigen Oberfiachen 9, 9' der Substrat- 
platte 2 angeordnet ist. Die den Durchbruch 3 begren- 
zenden Oberfiachen der Substratplatte 2 sind jeweils 35 
rechtwinWig zu ihren flachseitigen Oberfiachen 9, 9' 
angeordnet Dadurch kann der Durchbruch 3 bei der 
Herstellung der Chip-Anordnung leichter in die Sub- 
stratplatte 2 eingebracht werden. 

[0030] Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 4 und 40 
5 ist die das Bauelement 5 und den AnschluBkontakt 8 
aufweisende Tragerchip-Oberf lache- 6 in einer recht- 
winWig zu den flachseitigen Oberfiachen 9, 9' der Sub- 
stratplatte 2 veriaufenden Ebene schrdg zu diesen 
Oberfiachen 9, 9* angeordnet und schlieBt mit diesen 45 
einen sprtzen Winkel a ein. Das Bauelernent 5 ist an der 
flachseitigen Oberfiache 6 des Tragerchips 4 mit 
Abstand zu den Randern dieser Oberfiache 6 angeord- 
net. Der Zutrittsbereich zu dem Bauelement 5 ist also 
durch den Tragerchip 4 und die Substratplatte 2 so 
begrenzt, wobei der Offnungswinkel a des Zutrittsbe- 
reichs so gewahrt ist, daB Parti kei, die eine vorgege- 
bene GrOBe uberschrerten von dem Bauelement 5 
ferngehahten werden. 

[0031 J Die in Figur 4 gezeigte Chip-Anordnung 1 kann ss 
beispielsweise dazu verwendet werden, urn mit dem 
Tragerchip 4 einen SchweiBtropfen 12 an der Hautober- 
fiache einer zu untersuchenden Person abzustreifen. 



Das Bauelement 5 kann beispielsweise ein Glucose- 
Sensor sein. Die Chip-Anordnung 1 ermOglicht dann 
auf einfache Weise eine nichtinvasive Messung des 
Glucosegehalts, was insbesondere fur Diabetiker, die 
mehrmals am Tag ihren Glucosegahart bestimmen 
rnussen, vorteilhaft ist. Das Bauelement 5 kann aber 
auch ein Lactat-Sensor sein, der beispielsweise zur 
Messung der Lactatkonzentration im SchweiBtropfens 
eines Sportlers verwendet werden kann. Dadurch kann 
auf einfache Weise die Kondition eines Sportlers uber- 
pruft werden. 

[0032] Das Bauelement 5 kann auch ein Sauerstoff- 
sensor auf Clark-Zellenbasis, ein Stickstoffsensor, ein 
Sensor zur Messung einer lonenkonzentration oder ein 
Thermoelement sein, Es kann aber auch ein Bauele- 
ment 5 verwendet werden, das ein elektrisches oder 
elektromagnetisches Feld aussendet, mit dem eine an 
der Substratplatte 2 befindliche Zelle beeinf luBt oder sti- 
muli ert werden kann. 

[0033] Die Leiterbahnen 7 sind mit einer elektrisch 
isolierenden Dunnfilm-Passivierungsschicht 13 abge- 
deckt, die beispielsweise aus Siliziumoxid bestehen 
kann. Durch die Passivierungsschicht 13 sind die Lei- 
terbahnen 7 gegen das Nahrmedium 1 1 elektrisch gut 
isoliert. AuBerdem wird durch die Passivierungsschicht 
13 eine Korrosion an den Leiterbahnen 7 durch in dem 
Nahrmedium 11 enthaltene Salze oder lonen verhin- 
dert. 

[0034] Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 3 ver- 
jOngt sich der Querschnitt des das Bauelement 5 auf- 
weisenden Oberstandes 10 ausgehend von der dem 
Bauelement 5 zugewandten flachseitigen Oberfiache 9 
der Substratplatte zu einer an der am weitesten vorste- 
henden Stelle des Tragerchips 4 befindlichen spitzen 
Kante hin. Diese ist durch einen an der Oberfiache 9 der 
Substratplatte 2 vorstehendeh Eckbereich des Trager- 
chips 4 gebildet Wie aus Figur 3 besonders gut erkenn- 
bar ist, weist der als etwa quadratisches Piattchen 
ausgebildete Tragerchip 4 an diesem Eckbereich zwei 
in den Tragerchip 4 integrierte elektronische Bauele- 
mente 5 auf, die mittels Leiterbahnen 7 mit AnschluB- 
kontakten 8 verbunden sind, die an dem 
gegenuberliegenden, an der diesen Bauelementen 5 
abgewandten flachseitigen Oberfiache 9 der Substrat- 
platte 2 befindlichen Uberstand 10* des Tragerchips 4 
angeordnet sind. Der die als Sensoren ausgebildeten 
Bauelemente 5 aufweisende spitz e Uberstand 10 des 
Tragerchips 4 kann in einen zu untersuchenden wei- 
chen KOrper, beispielsweise eine Hautschicht einge- 
steckt werden, wobei die fiachseitige Oberfiache 9 der 
Substratplatte 2 als Anschlagfiache fur den KOrper 
dient, welche die Einbringtiefe des sprtzen Oberstands 
10 in dem KOrper begrenzt. Dadurch ist es mOglich, die 
Bauelemente 5 auf einfache Weise in einer definierten, 
durch das UberstandmaB des Oberstands 10 vorgege- 
benen Tiefe in dem zu untersuchenden Kdrper oder 
Medium zu posittonieren. 

[0035] Wie aus Figur 3 ersichtlich ist, ist der Trager- 
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chip 4 bei der Montage der Substratplatte 2 in drei 
unterschiedlichen Drehlagen bezuglich der Oberfia- 
chennormalen auf die TrSgerchip-Ebene in den im 
Querschnitt etwa trapezf6rmigen Durchbruch 3 der ' 
Substratplatte 2 einsetzbar. wobei in den einzelnen 5 
Drehlagen jeweils Uberstande mit unterschiedlichen 
Bauelementen 5 an der in Gebrauchsstellung dem 
MeBobjekt zugewandten flachseitigen Oberfiache 9 der 
Substratplatte 2 angeordnet sind und diese Bauele- 
mente 5 jeweils mittels den Durchbruch 3 durchsetzen- 10 
der Leiterbahnen 7 mit AnschluBkontakt en 8 verbunden 
sind, die an den gegenuberliegeriden, an der dem zu 
untersuch enden MeBobjekt abgewandten flachseitigen 
Oberfiache 9' befindlichen Uberstand 10' angeordnet 
sind. Dadurch konnen je nach Wahl der Lage des Tra> 75 
gerchips 4 urrterschiedliche Chip-Anordnungen 1 her- 
gestellt werden. Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach 
Figur 3 ist der Tragerchip als quadratisches Piattchen 
ausgebildet. Die Bauelemente 5 und die AnschluBkon- 
takte 8 sind jeweils in einem Eckbereich des Trager- 20 
chips 4 angeordnet. In der Chip-Ebene ist der 
Tragerchip mit seinen die Substratplatte 2 durch- 
setzenden RSndern schrag zu den flachseitigen Ober- 
f lachenebenen 9 f 9* der Substratplatte 2 angeordnet. In 
Fig. 3 ist deutlich erkennbar, daB diese Rander des TrS- 2 5 
gerchips 4 jeweils etwa unter einem Winkel von 45° 
gegenuber den Oberflachenebenen 9, 9' geneigt sind. 
[0036] Figur 7 zeigt eine Chip-Anordnung, deren Sub- 
stratplatte 2 Durchbruche 3 fur zwei einander zugeord- 
nete Tragerchips 4, 4' aufweist, wobei einer der 30 
Tragerchips 4 als Bauelement 5 einen optischen Sender 
und der andere Tragerchip 4 einen optischen EmpfSn- 
ger aufweist. Zwischen dem optischen Sender und dem 
Empfanger ist eine MeBstrecke gebildet. Die Chip- 
Anordnung kann beispielsweise zur Durchlichtoder 35 
Streulichtmessung und/oder als Lichtschranke verwen- 
det werden. 

[0037] Bei dem Ausfuhrungsbeispiel gemSB Figur 7 
weistdie Substratplatte 2 vier in einer Ebene angeord- 
nete Plattenteile auf, narnlich zwei erste Plattenteile 14 40 
und zwei zweite Plattenteile 15. Die ersten Plattenteile 
14 haben jeweils einen geraden Randbereich 16, mit 
denen sie parallel zueinander und einander zugewandt 
angeordnet sind. Die zweiten Plattenteile 15 sind in 
Erstreckungsrichtung der geraden Randbereiche 16 45 
nebeneinander, durch deh Durchbruch 3 voneinander 
beabstandet zwischen den ersten Plattenteilen 14 
angeordnet und jeweils an ihren parallel zueinander 
verlaufenden tangsseitigen RSndern mit einem geraden 
Randbereich 16 eines ersten Plattenteils 14 verWebt. so 
Dadurch ist es moglich, bei der Herstellung der Chip- 
Anordnung 1 den Tragerchip 4 entlang einer rechtwink- 
lig zur Erstreckungsebene der Substratplatte 2 verlau- 
fenden Geraden zu verschieben, um das 
OberstandsmaB bzw. die Spitzenhahe des das Bauele- 55 
ment 5 aufweisenden Uberstands 10 einzustellen. 
Dabei wird wenigstens eines der zweiten Plattenteile 1 5 
in der Platfenebene parallel zu den geraden Randberei- 



chen 16 der ersten Plattenteile 14 verschoben, um die 
Abmessungen des Durchbruchs 3 an die jeweilige Posi- 
tion des Tragerchips 4 anzupassen. Insgesamt ergibt 
sich somit ein aus den Plattenteilen 14,15 und dem Tra- 
gerchip 4 bestehender Bausatz, mit dem Chip-Anord- 
nungen 1, deren Uberstande 10 unterschiedlich weit an 
der Oberfiache 9 der Substratplatte 2 vorstehen, auf 
einfache Weise herstellbar sind. 
[0038] Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 4 ist 
der quer zur Tragerchip-Erstreckungsebene angeord- 
nete stirnseitige Endbereich des Tragerchips 4 im 
Bereich des das Bauelement 5 aufweisenden Uber- 
stands 10 mit einer Isolationsschicht 17 abgedeckt 
Dadurch wird ein StromfluB von dem elektrischen Bau- 
element 5 uber das elektrisch leitfahige Nahrmedium 1 1 
in das Substrat der Substratplatte 2 verhindert. 
[0039] Insgesamt ergibt sich somit eine Chip-Anord- 
nung 1, die eine Substratplatte 2 hat, die einen Durch- 
bruch 3 aufweist, in den ein Tragerchip 4 eingesetzt ist, 
der ein eJektrisches Oder elektronisches Bauelement 5 
aufweist. In den Tragerchip 4 ist wenigstens eine Leiter- 
bahn 7 integriert, die das Bauelement 5 mit dem elektri- 
schen AnschluBkontakt 8 verbindet Der Tragerchip 4 ist 
derart in den Durchbruch 3 eingesetzt, daB er mit sei- 
nen Enden die einander abgewandten flachseitigen 
Oberfiachen 9, 9' der Substratplatte 2 uberragt und 
dadurch Uberstande 10, 10* bildet. Dabei ist an dem die 
eine Oberfiache 9 uberragenden Uberstand 10 das 
Bauelement und an dem die andere Oberfiache 9* uber- 
ragenden Uberstand 10' der AnschluBkontakt 8 ange- 
ordnet und die das Bauelement 5 und den 
AnschluBkontakt 8 mit einander verbindende Leiterbahn 
7 durchsetzt den Durchbruch 3. Zwischen der Substrat- 
platte 2 und dem Tragerchip 4 ist eine Abdichtung ange- 
ordnet 

Patentanspruche 

1 . Chip-Anordnung ( 1 ) mit einer Substratplatte (2), die 
wenigstens einen Durchbruch (3) aufweist, in den 
ein Tragerchip (4) eingesetzt ist, der an einer Tra- 
gerchip-Oberfiache wenigstens eine integrierte Lei- 
terbahn (7) aufweist, die wenigstens ein 
elektrisches oder elektronisches Bauelement (5), 
insbesondere einen Sensor, mit zumindest einem 
elektrischen AnschluBkontakt (8) verbindet, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Tragerchip (4) 
derart in den Durchbruch (3) eingesetzt ist, daB er 
mit seinen Enden die einander abgewandten flach- 
seitigen Oberfiacherl (9, 9*) der Substratplatte (2) 
uberragt und dadurch Uberstande (10, 10 1 ) bildet, 
daB an dem die eine Oberfiache (9) uberragenden 
Uberstand (10) das Bauelement und an dem die 
andere Oberfiache (9 1 ) uberragenden Uberstand 
(10 1 ) der AnschluBkontakt (8) angeordnet ist. daB 
die das Bauelement (5) und den AnschluBkontakt 
(8) miteinander verbindende Leiterbahn (7) den 
Durchbruch (3) der Substratplatte (2) durchsetzt, 
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und daB zwischen der Substratplatte (2) und dem 
Tragerchip (4) eine Abdichtung vorgesehen ist. 

2. Chip-Anordnung nach Anspruch 1. dadurch 
gekennzeichnet, daB die das elektrische oder elek- 5 
tronische Bauelement (5) aufweisende Tragerchip- 
Oberflache schrag zur f lachseitigen Oberflache (9, 

9 1 ) der Substratplatte (2) angeordnet ist und mit die- 
ser vorzugsweise einen spitzen Winkel einschlieBt 

10 

3. Chip-Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Leiterbahn(en) (7) zumin- 
dest im Bereich des das elektrische oder elektroni- 
sche Bauelement (5) aufweisenden Oberstandes 
(10) mit einer elektrisch isolierenden Dunnfilm-Pas- is 
sivierungsschicht abgedeckt ist (sind). 

4. Chip-Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 

3, dadurch gekennzeichnet, daB sich der Quer- 
schnitt des das elektrische oder elektronische Bau- 20 
element (5) aufweisenden Oberstandes (10) 
ausgehend von der Oberflache (9) der Substrat- 
platte (2) zu der am weitesten vorstehenden Stelle 
des Oberstandes (1 0) verjungt. 

25 

5. Chip-Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 

4, dadurch gekennzeichnet, daB der Tragerchip (4) 
bei der Montage der Chip-Anordnung (1) in wenig- 
stens zwei unterschiedlichen Lagen in den Durch- 
bruch (3) der Substratplatte (2) einsetzbar ist, daB 30 
in einer dieser Lagen wenigstens ein elektrisches 
oder elektronisches Bauelement (5) an einem eine 
flachseitige Oberflache der Substratplatte (9) uber- 
ragenden Oberstand (10) des Tragerchips (4) und 
der (die) diesem (diesen) Bauelement(en) (5) zuge- 35 
ordnete(n) AnschluBkontakt(e) (8) an dem die 
andere flachseitige Oberflache (9*) der Substrat- 
platte Qberragenden Oberstand (10') angeordnet 

ist, und daB in der anderen Lage des Tragerchips 
(4) das (die) Bauelement(e) (5) und der (die) 40 
AnschluBkontakt(e) (8) an demselben, eine flach- 
seitige Oberflache der Substratplatte (9, 9*) Qberra- 
genden Oberstand (10, 10*) des Tragerchips (4) 
angeordnet sind. 

45 

6. Chip-Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 

5, dadurch gekennzeichnet, daB der Tragerchip (4) 
bei der Montage der Chip-Anordnung (1) in wenig- 
stens zwei unterschiedlichen Lagen in den Durch- 
bruch (3) der Substratplatte (2) einsetzbar ist, daB so 
der Tragerchip (4) wenigstens zwei elektrische oder 
elektronische Bauelemente (5) aufweist, die jeweils 
mittels wenigstens einer Leiterbahn (7) mit zumin- 
dest einem ihnen jeweils zugeordneten elektri- 
schen AnschluBkontakt (8) verbunden sind, und ss 
daB je nach gewahlter Lage des Tragerchips (4) 
jeweils wenigstens eines dieser Bauelemente (5) 

an einem eine flachseitige Oberflache der Substrat- 



platte (9) Qberragenden Oberstand (10) des Trager- 
chips (4) und der (die) diesem (diesen) 
Bauelement(en) (5) zugeordnete(n) AnschluBkon- 
takt(e) (8) an dem .die andere flachseitige Oberfla- 
che (9 1 ) der Substratplatte Qberragenden 
Oberstand (1 0 1 ) angeordnet ist. 

7. Chip-Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 

6, dadurch gekennzeichnet. daB an dem Tragerchip 
(4) ein Korper anliegt, der das elektrische Oder 
elektronische Bauelement (5) uberdeckt, daB als 
Abstandshalter an dem Tragerchip (4) mindestens 
ein seitlich uber die Oberflachenebene des Bauele- 
ments (5) vorstehender, an dem Kfirper anliegen- 
der Bereich und/oder an dem Korper ein seitlich 
Qber den das Bauelement (5) uberdeckenden 
Oberflachenbereich vorstehender, an dem Trager- 
chip (4) anliegender Bereich angeordnet ist, derart, 
daB zwischen dem Bauelement (5) und dem Kor- 
per ein den Zugang zu dem Bauelement bildender 
Freiraum oder Spalt angeordnet ist 

8. Chip-Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 

7, dadurch gekennzeichnet, daB die das elektrische 
oder elektronische Bauelement (5) aufweisende- 
Tragerchip-Oberflache und die dieser zugewandten 
Oberflache des im Bereich des MeB- oder Wirk- 
raums des Bau elements {5) angeordneten Vor- 
sprungs in der Oberflachenebene der 
Substratplatte (2) trichterformig schrag zueinander 
veriaufen. 

9. Chip-Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 

8, dadurch gekennzeichnet, daB in die Substrat- 
platte (2) wenigstens zwei Tragerchips (4) einge- 
setzt sind, daB einer der Tragerchips (4) zumindest 
ein als Strahlungs-Emitter ausgebildetes Bauele- 
ment (5) und der andere Tragerchip (4) zumindest 
ein als Empfanger ausgebildetes, dem Strahlungs- 
Emitter zugeordnetes Bauelement (5) hat und daB 
zwischen dem Strahlungs-Emitter und dem Emp- 
fanger eine MeBstrecke angeordnet ist 

10. Chip-Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 

9, dadurch gekennzeichnet, daB das elektrische 
oder elektronische Bauelement (5) mit einer in den 
TrSgerchip (4) integrierten Auswerte- und oder 
Steuereinheit verbunden ist. 
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Fig. 4 
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